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Microsemi製1200V SiC-MOSFET(MSC017SAMA120B4)

構造解析・プロセス解析レポート

製品概要

型番：MSC017SAMA120B4 

VDS=1200V、RDS(ON)(typ.)  17.6mΩ 、ID=113A (Tc=25℃)

・Microsemiの第3世代プレーナ型SiC-MOSFET

※第2世代と比較して単位面積あたりのオン抵抗(Ron・A)やセルピッチなどが改善

・アプリケーションはPVインバーター、コンバーター、および産業用モータードライブ ,スマート
グリッドの送信と配信 ,誘導加熱と溶接 ,H/EVパワートレインとEV充電器 ,電源や配電など。

レポート内容、価格
1. 構造解析レポート 50万円(税別)

・パッケージ断面解析を実施、各層厚の測長、材料分析を実施。
また、SiC-MOSFETのチップ裏面電極の分析を含む。

・SiC-MOSFETチップ断面、平面(セル部、外周部)の詳細構造解析、各サイズの測長、
材料分析の実施

2.プロセスフロー ・ 電気特性解析レポート 55万円(税別)

・構造解析結果から、特徴的な構造についての考察。 製造プロセスフローの抽出とマスク
枚数を推定。
・電気特性評価を実施し、リーク電流の温度依存性に関する評価やON抵抗成分の分析

N-epi層(ドリフト層)のドーピング濃度を抽出。
・他社（Rohm、WOLFSPEED、Infineonなど）と指標の比較
・同社製の第2世代SiC-MOSFETとの構造比較
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